
(D Silizium-pnp-Legierungstransistor SC 103 

Der Transistor SC 103 ist ein Si-pnp-Flächentransistor in der Bauform B1 nach 
TGL 11811 (entspricht TO 5). 
Der Einsatz ist vornehmlich für hochwertige NF-Stufen und für Schaltstufen 
mit höherer Stromverstärkung und höherer Grenzfrequenz bei niedriger 
Betriebsspannung. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) m 

Kollektorrestströme 

—Iceo = 0,1 A (bei —Uce = 6V) 
—Iceo = 0,54A (bei —Uce = 10 V) 

Gleichstromverstärkung 

—IB = 33< 65yA (bei —Uce = 6V, 
— 3,5< 8mA (bei —Uce =1V, 
—Uge = 520< 600 mV (bei —Uce 
—Uge = 800 < 1000 mV (bei —Uce = 1V 

, Abmessungen 
—Ic = 50 mA) 

Restspannung : T f 

—Uceo =1,0V (bei Ig = 50 mA) 
—UcEsat <0,4V (bei —Ic = 50 mA, —I8 = 25 mA) 

an Grenzfrequenz in Basisschaltung ] “N°: 

frz1 b = 1,5> 4,2MHz (bei —Ucs = 6 V, —Ic = 1mA) ; 
x 

Vierpolwerte in Emitterschaltung %J ’ 1 

(bei —Uce = 6 V, —c = 1 mA, fm = 1 kHz) a 
hzte = 35> 18 
hiye = 1,.2>0,5kQ Masse ca. 1g 
hıze = 6 1074 >2. 1074 
hzze = 150 > 20 4S 

Basisbahnwiderstand 

pp = 100 > 402 (bei —Uce = 6 V, —Ic = 1 mA, fm = 5 MHz) 

Kollektorkapazität 
Cc = 70 > 30 pF (bei —Uce = 6 V, —c = 1 mA, fm = 5 MHz) 

Schaltzeitkonstanten (bei Ucesae = 6 V, Icer = 50 mA) 

z=1,1>0,7us 
7 =3,0>1,4us 

Rauschfaktor 

F= < 15.dB (bei —Uce = 1V, —Ic =0,5mA, 
{fm = 1,2 kHz) 
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(bei ——Uce = 6 V, —c = 1mA)
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(bei —Uce = 6 V, —c = 1mA) 

Grenzwerte (für 9, = 45 °C) 

—Uce =10V 
Uße = 10 V 

—c =50mA 

—Ic = 200 mA 
Ig = 80 mA 
Ig = 300 mA 

hzz als Funktion von 9;: 
(bei —Uce = 6 V, —c = 1 mA) 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor SC 103 

Änderungen vorbehalten 

21 Bauelemente 
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